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(§) Druckform und Verfahren zum Andern ihrer Benetzungseigenschaften 
@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Andern der Be- 

netzungseigenschaft einer Druckform mil etner Halblett- 

eroberflache. Hierzu wird die Oberflache der Druckform 

zunachst in einen, im wesentlichen einheitlichen chemi- 

schen Zustand mit einem ersten Benetzungsverhalten ge- 

bracht. Anschlie&end wird eine Teilmenge aller Bereiche 

der Halbleiteroberflache in einen zweiten chemischen Zu- 
stand verselzt, der eine zweile Benetzungseigenschaft 

aufweisl, die von der ersten verschieden ist. 
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Bcschreihung 

Die Erfindung bctrifft ein Vcrfahren zuin Andern der Be- 
netzungseigenschafien einer Druckfonn mil einer Halhleii- 
eroberfiache, sowie eine Druckfonn mil cincr Ilalbleiier- 5 
obcrfliiche. die unterschiedliche Beneizungscigenschafien 
aufweist, und dcrcn Verwendung in einem OlVseidruckpro- 
zeG. 

Aus der EP 262 475 Bl isi bcreiis cine Druckinaschine 
bekannt, die mil einer Druckfonn ausgcsiaitci isl, aufderein io 
zu druckendes Bild durch entsprechenric hydrophobe und 
hydrophile Berciche darstellbar isl. Um eine Umschaliung 
zwischen dem hydrophilen bzw. hydrophoben Zustand in 
den einzelnen Bereichen zu ermoglichen. wird auf der 
Druckfonn ferroelektrisches Material vorgesehen, das on- 15 
lich polarisierbar bzw. dcpolarisierbar isl. Oiu Hydrophi lie- 
rung bzw. Utnhydrophilierung der Druckfonn ertblgi riem- 
entsprechend durch einen Polarisier- bzw. Depolarisienne- 
chanismus, der innerhalb der Druckinaschine reversibel 
durchfiihrbar ist. Nachteilig an dicsem Vcrfahren isl allcr- 20 
dings, daB der Effekt auf weiireichend elektrostatischcn An- 
ziehungskraflen beruhl und dcmenlsprechend die Auflosung 
des zu druckenden Bildes durch die wciireichenden elekiri- 
schen Anziehungskrafie begrenzi isl. 

Aus der US-PS 3.078,852 ist daruber hinaus eine Druck- 25 
plalle bckanni, die mil einein ainorphen Ilalbleiier beschich- 
lei isl. Der amorphc Zustand des Ifalbleiters laBl sich mil 
Hilfe eines Lasers! raids von dem ungeordncien aniorphen 
Zustand in einen hohcr geordnclen krisiallinen Zustand ver- 
andem. Irn krisiallinen Zustand ist die Halbleitcroberflache M) 
rauher, so daB die Umordnung der ! lalhleiieroherflache dazu 
fiihrl. dali Elussigkeilen im Bereicli der rauhcrcn Oberflache 
hesser hatlcn als in den anmrphen glaticu Bereichen. Die 
Auflosung der Druckplaiie. die gciiiatf dicsem Vcrfahren 
hergestellt wird. isl (lurch die MindesigroHc der krisiallinen <5 
Bereiche heschranki. 

Aufgabe der vorliegenden Erlindung isi es. ein alternati- 
ves Vcrfahren /.um lokalcn und wiedcrluilicn Andern der 
Beneizungscigenschafien einer Druckfonn mil cincr Ilalh- 
leiteroberflache zu schaffen sowie eine enispreehende m 
Druckfonn vorzuschlagen. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale gcma'B den An- 
spriiehen 1 und 1 1 gclosi. 

Der Grundgedankc der vorlicgendcn Erlindung besiehi 
darin. das lokale lieneizungsverhalicn. also das lokale hy- -J5 
drophile b/.w. hydrophobe Verhallen einer Druckfonn liber 
die Kontrolle der ehemischen Endgmppcn iler Ohcrlluche 
mil entspreehend unierschiedlichen elektrnnischen Eigen- 
schal len. d. h. Wechselwirkimgscigenschnfien zu verlindern. 
Ilierzu wird /una'chst eine Oherlliiche mil einer ehemischen 50 
Siruklur er/eugt. die eine hevur/itgt im wcscnilichen ein- 
heiiliche hydrophile oder hydrophohc Bcnel/ungseigen- 
schali aufweisi. Diese Ohcrllache wird dann in orilich he- 
grenv.ien Tcilllachcn durch cine lokal hegren/ic Anderung 
tier ehemischen Strukiur in den jeweils anderen Zuslatul der 55 
Benet/.ungscigcnschafi. also von hydrophil nach hydropliob 
b/.w. vein hydropheh nach hydrophil uhergefiihrt. Bei die- 
scni ehemischen I Jmsehalipro/el.'i isi us nichl crforderlich. 
spe/.ielk* lerroNiagneiische Match alien em/uscl/cn oder 
eine Anderung der Oberllaehenrauhigkcii, bcispielsvvcise f*> 
durch Kristallisierung. hervnr/.urut'en. Viclmehr wird das 
lieneizungsverhalicn in den cin/elnen Bereichen der lialh- 
Iciicrohcrllache dadurch gcHeucri. dali die Ifalbleiicrober- 
llache gezicli ntii hydrophilen und hydrophoben cheriiisehen 
Endgruppcn vcrsehen wird. r»5 

Dieser lokalistcric Umsehalipro/cB kann hcispielsweise 
mil Hi lie des sogeiiannicn ehemischen Processings ertol- 
gen. bei dem millels phnioiheniiischer. pholochemischer 
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oder generell millels laserinduzierter Reaklionsprozcsse die 
chemische Umwandlung erfolgt. 

In einer bevorzugien Ausfuhrungsform wird Silizium als 
Ilalbleiier gewiihlt. Diese Halbleitcroberflache wird zu- 
nachst in einem hydrophoben Zustand versetzt, wobei in die 
Oberflache bcispielsweise Sill-, SiH r und/oder SiH r Grup- 
pen eingebrachl oder an sie angelagert werden. Zur Ande- 
rung des hydrophoben Vcrhaltens wird dann lokal die hy- 
drophobe Atomgruppe durch eine hydrophile Atomgruppe 
ausgelauscht oder in eine solche umgewandeli, so daB hci- 
spielsweise SiOH-, SiOSi- und/oder SiO-Einheiien die hy- 
drophoben Gruppen erseizen. 

Bei Verwendung einer Siliziumfl 1 1 >-Oberflache als 
Oberflache der Druckfonn ergibi sich dabei der besondere 
Vorleil. daB die Oberflache alotnar glatt und die hydrophilen 
bzw. hydrophoben Endgruppcn im wesenilichen in gleichen 
Abstanden zueinander angelagert werden konnen. 

Fur die Erzeugung einer hydrophilen bzw. hydrophoben 
Ausgangsschicht und den UmschaJlvorgang zwischen hy- 
drophil und hydrophob kommen unicrschiedliche Prozesse 
in Beirachl. 

So kann z. B. zur Herstellung einer einheiilichen hydro- 
philen Oberflache die Druckfonn einein geeigneten nafich e- 
injschca, Modifizierungsprozess unterzogen werden, wo- 
durch sich unter gecigneien Bedingungen eine slark hydro- 
phile Benei/.barkeii der Oberflache erzeugen laBl, die bei- 
spielsweise dadurch verursacht wird, daR in den ersten 
Atornlagcn der Halbleiicroberflache SiOH- und/oder SiO- 
Gruppen eingebaul werden. Durch Bestrahlung mil einem 
Laser geeigneler Wellenlange, insbesondere mil einem ge- 
pulsten Laser, laBl sich diese hydrophile Beneizungseigen- 
schaft nun gezielt und lokal in eine hydrophobe andern. in- 
dem die hydrophi licrende Atomgruppe durch cine hydro- 
phobe Oberllachenkonfiguraiion erselzt wird. 

Aber auch ein umgekehn ablaufender ProzcB ist moglich. 
Dabei wird zunachsl eine im wesenilichen hydrophobe 
Oberflache der Druckfonn erzeugt wird. Ilierzu kann hci- 
spielsweise die Druckfonn mil einer verdiinnten lll'-Losung 
oder einer Fluorid-Ammonium Losung bchandeli werden. 
wobei nur die obersten Schichten des Ifalbleiters abgelragcn 
werden und eine hydrophobe, wasserstolVienninicrie Ober- 
Oache entsteht. Diese kann dann in cin/elnen Bereichen 
wieder hydrophiliert werden, wobei dicsen Bereichen lokal 
Lnergie zugcfuhrt wird. 

Nach der Verwendung der Druckfonn. also nach dem 
Drucken. kann die gesanite Oberflache wieder in den Aus- 
gangszusiand versetzt werden. Anschlielicnd stehl.dk- 
Druckfonn liir cine neue Bcbilderung /x\x Vcrfugung. 

Mil dem crfindungsgemaKen Vcrfahren gclingi es. eine 
Druckfonn zu schaffen. die zuin einen wiedcrhph bebilder- 
bar und damil in vielen aufeinandcr folgenden Zvklen wie- 
der verwendbar ist. Daruhcr hinaus ist die Aullosung der 
Dmckform nichl (lurch die Grolfc der Kri>ialle oder eine 
elekirische Wechselwirkung begrenzi. 

Weilerc Voricile und vorteilhaltc Wciiercniwicklungcn 
sind Gegensland der nachfolgcndcn l iiiuren sowie deren 
Besehreihungcn. 

Es zeigen im cin/elnen; 

Kif»- I die schcmalische Darsiclhuie de< ertinduiigsgema- 
Ben Verlahrens, 

Kij». 2 eine PrinzipdarsteMung der Anderung einer flalh- 
leitcroberflache von hydrophil nach Indmphob am Beispiel 
der Endgruppcn Sill- und SiOII. 

Wic in Kig. 1 ge/eigl. isl der Ausgangspunki des erlin- 
dungsgeniiiKen Verlahrens eine Druckforiu 10. die wic in 
Etg. I ge/eigl. als Druckplaiie oder auch als Druck/.ylinder 
ausgeliihrt scin kann. Die Druckfonn \\) eine Ohcrlla- 
chcnschiehl 12 eines I lalbleiicrs. insbesondere Silizium. 
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auf, die auf die Druckfonn aufgebrachl isl. Diese Ausgangs- 
druckfonn isi nach ihrcm Hcrsletlungsprozett ublicherweise 
tnii einer nativen, d. h. nicht gcnau definierien Oxidschicht 
bedeckt, cleren Dickc 1 bis 3 nm iiblichcrwcisc betriigt. 

In einem ersicn erfindungsgernaRen Verfahrensschriit 
wird diese Dmckfonn in einc Druckfonn mit einer definier- 
ien iin wesentlichcn hydrophoben Oberflachenschichi 14 
ubergefuhrt. Die Oberflachenschichi 12 dcr Drue k form 10 
wird zu dieseni Zweck wasserslofflcrniinieri. Its werden 
also die frcien Valenzen z. B. dcr Siliziumoberflachenaioiue 
mit WasserstoU abgesatligi. Je nach Kri stall fliiehe, die an 
der Oberflache des Halbleiters vorliegl. kann der I lalblciter. 
der bevorzugi Silizium ist, tin oder mehrere Wasserstofl'a- 
lome binden. Im Falle der (1 UJ-Sil/JurnkristallflUche wird 
enLspreehend an jedes Siliziuuiatom senkrecht zur (111)- 
Oberflachc cin Wasserstoffatom angelagert. Im Falle der 
(001)- oder anderer Krislallfiachen des Siliziums konnen 
pro Siliziumatom an der Oberflache mehrere freie Valen/en 
vorliegen, so daB zwei oder mehr Wasserstoffatorne an das 
Siliziunioberflachenatoiri angelagert werden konnen. Da die 
polykristalline Siliziumoberflache aus einer Mischung aus 
verschiedenen Kristalloberniichen ~ (1 1 1), ( 101) oder andc- 
rcn - hesieht, folgt daraus. daB die polykristalline bzw. 
amorphic Ilalblcileroberflache cine Mischung aus Mono-. 
Di- und Tri-Hydride aufweist. 

Der oben beschriebene Wassersloffterminierungspro/.eB 
zur Frzeugung einer hydrophoben 1 lalhleiteroberflache laltl 
sieh beispielsweise durch einc Behandlung der Oberflache 
mit einer verdiinnten HF-Losung oder einer gepuffcrien 
Aninioniumfluorid liisung erzeugen. wobei nur die ober- 
slen Schiehien des ITalblciters in atomarcr Dimension bis /.u 
wenigen Nanorueicrn abgetragen werden und die oben be- 
schriebene hydrophobe Hydridschicht enisiehi. 

Wiihrend bei einem Hinkristall entlang der Sit 1 1 1 i-Fbene 
die Anwendung einer gepuffcrien NHaF-Losung (pit - S) 
wegen des anisoiropen Al/.prozesses /.u einer weiieren Fin- 
ebnung. d. h. /.u einer atomar ehenen Oberflache liihri. die 
im Ideal I al I nur noch aiomare Slufen aufweist. wird hei ei- 
ner polykrisiallinen Siliziumoberllachc die niikroskopische 
Rauhigkeit durch den anisoiropen Al/.prozess erholis. Mil 
einer verdiinnten HF-L6sung hingegen wird hei einer poly- 
kristaltinen Siliziunioberllache nur die Oxidschicht abgeira- 
gen. die niikroskopische Rauhigkeit also nichi veranden. 
Nach dieseirt Vorgang weisi die Druckfonn 10 also cine hy- 
drophobe Oberflache 14 auf. die It) r tias weitere erlindungs- 
geinaRe Verfahren verwendbar isl. 

Die hydrophobe Oberflache 14 der Druckfonn to wird 
nun in einem weiteren Vcrlahrcnsschril I in Tcilhereichcn 
seiner Oberllaehc hydrophilierl. Dies kann beispielsweise 
dadurch erfolgen. daB die zu hydrophilicrendeu Oherflii- 
chenbereiche lokal einer cheniischen Uinfonuung unier/o- 
gen werden und damil die Oberflache lokal dehydriert und 
die dehydrierien Siellen der Oberilache mit hydrophiten 
Alomgruppen be.set/l werden. Fur einc lokale Modili/ic- 
rung der Oberflache hahen sich /.wci Verfahren ils beson- 
ders geeignel herausgeslelll. Wie in Fig. 1 gc/.eigs. k.mn die 
lokale Hnergiczuluhrung und Pro/.essauslt"»ung beispiels- 
weise iibereinen Laser lf> erfolgen. Ilesondcrs gecignct sind 
dahei gepulste Laser, die einen niedrigen Sirahkjuerschiiiii 
aufweisen. so daR die Dehydrierung in einem r.iumlich be- 
gren/lcn Bereich durchgefiihri werden kann. AF Laser kann 
beispielsweise cin VUV-Flourtaser mil einer W'elienllinge 
\(in LS7 nm verwendel werden. wcrmdic Obcrfl:ichenniods- 
fikaiion phoiochemisch durchgefiihri werden >>nil 

l'iir cine phoioiherinischc Modifikaiion. die je nach lly- 
drid eine lokale Frwarmung auf .UK) 550"C erfordcri. koin- 
nien im l'rinzip allc UV-Laser in Frage. wie /. li. (iaslaser 
(l:\cimei-Laser) und Feslkorperlaser i B. frcquen/\-crviel- 



■5 847 A 1 

4 

faehle Nd : YACJ-Laser). 

Diese Laser werden ublicherweise durch eine Sieuerein- 
heii 18 gestcuert. mil dcren 1 lilfe der Straht 20 des Lasers 16 
uher die Druckfonn gefuhrt. dabei ein- und ausgesehaliet 

5 oder ein- und ausgeblendet wird, so dali ein zu dniekendes 
Muster 22 oder das Ncgativ des Musters als hydrophiles 
Bitd in einer ansonsten hydrophoben Oberflache 14 einge- 
bracht werden kann. Mit blofiem Auge ist diese molekulare 
Eigenschaflsanderung auf der Oberflache der Druckfonn 

to nonualerweise niehl zu erkennen. Das aufgebrachie Druck- 
bild 22 enispricht ublicherweise einem Vorlagenbild 21, das 
auf unterschiedlichc Weise erzeugt werden kann. So kom- 
men dabci allc bekannten Digitalisierungsverfahren einer 
Vortage sowie die direkte digitalc Erzeugung des Bildes. 

\5 beispielsweise mit Hilfe eines Grafik programmes oder einer 
digitalen Karnera. in Frage. 

Ublicherweise werden diese Bildcr dann in einem soge- 
nannten RIP (Raster Imaging Processor) gespeicliert, wobei 
dieser Spcicher in der Steuerungseinheit 18 oder auKerhalh 

2D licgen kann. Basierend auf den im RIP gespeicherten Daten 
wird dann der Laserslrahl 16 so gestcuert, dafi das Bild 22 
auf dcr Druckfonn 10 aufgebracht wird. Neben dieser Bebil- 
derung durch das lokale Zufiihrcn von Fnergie mil Mi Ife ei- 
nes Lasers ist es auch moglich, die Fnergie breiiflachiger 

1^ etwa mit einer Lampe, wie beispielsweise einer UV-Lampc 
(insbesondere komrnerziell verfiigbaren Fxcimer-Lampen 
mil verschiedenen UV-Wellenliingen) aufzubringen. Ileson- 
ders vorteilhaft ist es dabei, vor dein Bestrahlen der Druck- 
fonn die Druckfonn mit einer Maskc zu belegen. so daR le- 

ii) diglich an besiimmten Bereichen die Lampe ihre Wirkung 
auf der Oberflache 14 der Druckfonn 10 enlfalten kann. 

Mil I lilfe beider Verfahren laHl es sich demcnisprecbend 
erreichen, daB auf der hydrophoben Oberflache 14 der 
Druckfonn 10 durch einen lokalen photoinduzienen Reakii- 
onspro/.ess in Teilbereichen ein veriinderler, zweiter chemi- 
seher Zusiand erzeugt wird, der hydrophil ist. 

[n Fig. 2 isl scheiualisch und idealisien die Sirukmrlor- 
nicl eines Sili/.iumhalbleiierfestkorpcrs an der Oberflache 
24ge/.eigi, wobei im Ideall'all die 'frennlinie 24 den Fesikor- 

-ii) perbereich 26 von dem Bereich 2S auBerhalb des Festkor- 
pcrs irenni. Jedes Sili/.ium-Atom. das an der Oherfliichenli- 
nie 24 liegl, weist eine freie Valenz aul'. die im Falle dcr 
wasscrstoffienninierien Oberflache ties Silizumhalhleiters 
iiionohydriert, d. h, also mit einetu Wasserstofl'atoni abge- 

■*f> saiiigi isi. Durch einen photoinduzienen Pro/ess wird dieser 
Oberfliichen/ustand im Bereich 30 dehydrieri und in einen 
/.weiten cheniischen Zu stand umgewandeli. der hydrophil 
isl. Dieser hydrophile ZusUtnd /.eichnei sich zum cine durch 
einen auticrhalh der (irenztinie 24 des llalbleitcrs liegende 
hydrophile Aiomgruppe, im vorliegenden F'all Oil. aus Dj- 
neben isl es auch moglich. datt im Oberlla'chenbereich in ei- 
ner oder uiehreren Alomlagen des llalbleitcrs 26 Sauersiot- 
faiome eingelagert werden, so dali die hydrophile Benci- 
/utigseigenschaft in diesen Bereichen noch wciier versiiirkt 

v wird. I:ine so beliamlehe Oberflache einer Druckfonn wei.si 
also ersle chemische Zustande auf. die hydrophob sind und 
zwciie chemische Zustande. die hydrophil sind. Durch die- 
ses unterschiedlichc Anziehungsvcrhallen im Itinblick auf 
Wasser la'Hl sich die Druckfonn fur den Offseldruek vcrwen- 

>'*> den. 

Nach dem Drucken wird die an der Oberilache 2H des 
Malbleilers angelagerte l ; arbe durch ubiiche l : arb:ibwasch- 
[irozesse cm term . wobei es hesonders leichi isi. diese 
Druekfarbe /.u cnlferncn. da bei dem erlindungsgeiiiali \^r- 
■'o gesclilagenen Verfahren nur niikroskopische Rauhigketien 
in die Oberilache eingchrachl werden. und der Unler-Jchied 
zwischen hvdrophob und hydrophil aul'grund der chenii- 
schen /iisaniincnsel/.ung der Oberilache snwic dcr unmiltel- 
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bar untcr <lcr Oberflikhe liegenden modifiziericn Bcreiche 
erzeugi werden. Sobald die Druckfarbe von der Oberflache 
der Druckfonn entfernt ist, kann die Druckfonn wieder in 
ihren ursprunglichen hydrophoben Zustand verseizi werden, 
indern die Oberfliiche einer Behandlung unicrzogen wird, 5 
die diese wieder wassersioffierrninien, so dali der urspriing- 
liche Zustand (I) wieder errcichl wird. Dies kann bcispiels- 
wcise dadurch erfolgen, daB von der Oberflache. wic in Fig. 
2 (II) dargcsieflt, Bcreiche in atomarer GroBenordnung (we- 
nige Monolagen) abgeiragen werden und soinit wieder cine u) 
reinc Siliziutn-Oberflache enlslcht, die leicht mil Wasscr- 
sioffatomen abgesattigt werden kann. 

Ais eines der chemische anwendbarcn Verfahren komnu 
dabci beispielsweise die Behandlung der Oberflache mil ei- 
ner AminoniunvChlorid HF-Lqsung in Betracht, wobci mil 15 
Ililfe dieses Verfahrens die oberste Schicht abgeiragen und 
gteichzeilig die Wassesioffterminierung der Oberflache er- 
tblgi. 

Das in Fig. 2 gczeigtc Verfahren bezieht sich auf eine Si- 
liziutn-Oberflache, bei der die (1 1 1)-Kxistall-Ebene an der 20 
Oberflache des Siliziumfesikorpers liegi. Selbstversiiindlich 
i si es auch rnoglich, daB die Oberflache polykristallin ist, 
daB an der Oberflache also cine Mischung aus verschiede- 
nen Krisiallebcncn vorliegi. Damil konnen die hydrophoben 
Higenschafien verstiirkl werden. Insbesondere werden dabei I* 
/.. B. die (001) und andcre KrislaJl Aachen an der Oberfliiche 
des Siliziumfesikorpers auftreten, so dafct zusatzliche freic 
Valenzen durch wcilere Wassersloffaiome abgesaltigl wer- 
den konnen. 

Neben dem bereits beschriebenen nafteheniischcn ProzcB Mi 
zur Wassersloffienuinierung kommen auch alle anderen 
Verfahren in Bclrachi, dieeine ini wescnilich.cn vollsiiindige 
VVyssersiofi'ienninierung oder Alkylierung der Silizium- 
halhleiteroberflache hervorrufen. 

Die bislang beschriebene ertindungsgemaBe Vorgehens- ^ 
weise isi darauf gerichiet, dali eine hydrophobe Ausgangs- 
oberflache lokal hydrophilierl wird. LrfindungsgemaR ist je- 
doch auch die utngekehrte Vorgehensweise mdglich. bei der 
eine hydrophile Oberflache durch einen lokalen phoioindu- 
zierien Prozess in diesen Bcreichen hydrophob wird. Urn -to 
dies zu erreichen, wird zuniichsi eine hydrophile Oberfliiche 
zu er/.eugi. was beispielsweise dadurch geschehen kann. daB 
die Drucklbrrn naBchemisch mil \h(h behandcli wird. Line 
weitere Mbglichkeii heslehi in der laserinduzierten O.xida- 
iion in feuchter Atmosphare. -J 5 

Durch Bestrahlung mil eineni Laser im Beisein von Alko- 
hoi (z B. CIljOl I) werden die OIl-Gruppen von der Oberfla- 
che enll'ernl. Dabei cnlslehen neben Sill- auch hydrophobe 
SiClIy. SiOCII.j-Gruppen. Dadurch wird die 1) ruck form an 
den besirahlien I'liichen hyrirophoh gcgeniiher Wasscr unci 
isi somil fur den Druckprozess geeignei. 

Neben <lem beschriebenen Sili/.iuni als Iblbleiler sind 
auch Germanium oder eine Ixgierung, die Germanium und 
Siti/iuni enthali (SiGe) aber auch SiC oder SiCN. verwend- 
bar. ^> 

Das vorgeschlagene Verfahren liiBi sich innerhalb sowie 
auBerhalb der Druckmaschine anwenden. so dali sich fiir 
viele Anwendungsgehiete des Olfsehlrucks der groBc Vor- 
leil LTgibl, daB die Druckfonn wicderverwendhar isi Insbe- 
sondere beim Hinsal/ des Verfahrens innerhalh einer Druck- •'<" 
maschine ergihl sich ein wesenllicher /.eillicher Voricil. da 
die Druckfonn nichl ausgebaui werden muf.i. 

Pal cnl anspriiche 

1. Verfahren /Aim Andem der Benei/.imgseigcnschaf- 
len einer Druckfonn (10) mil einer I lalhlcileroherllii- 
che (12), dadurch ^ekennzeiehnet. 



* daB die Oberflache des Halhleilers in einen er- 
sien chemischen Zustand mil eincin ersten Benct- 
zungsvcrtialicn gebrachi wird, 
- eine Teilmenge aller Bercichc der Halbleiier- 
oberflache in einen zweiien chemischen Zusiand 
mil einer zweiten Benetzungseigenschaft gebrachi 
wird, wobei diese zweile Benetzungseigenschaft 
von der ersten Benetzungseigenschaft vcrschie- 
den isi. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzcich- 
nct, daB der zweite chemische Zusiand durch cine An- 
derung der chemischen Endgruppen der Halbleiier- 
obcrtlache und/oder durch eine Anderung der chemi- 
schen Higenschafien der ersten aiomarcn Schichten im 
Obcrflachenbereich des Halbleiters erfolgl. 

3. Verfahren nach einern der Anspriiche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnel, daB die ersle Benetzungseigen- 
schaft hydrophil und die zweile Benetzungseigenschafi 
hydrophob oder die ersle Benetzungseigenschafi hy- 
drophob und die zweite Benetzungseigenschafi hydro- 
phi! isi. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnel, daB der ersle chemische Zu- 
siand durch einen Schichtabbau an der Oberflache des 
Halbleiters in atomarer Dimension, bevorzugt mil III-' 
oder einer Arnmoniumflourid-(AF-)Lbsung crzeugi 
wird. 

5. Verfahren nach eincin der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnel, daB der zweite chemische Zu- 
siand durch lokalisiertes chemisches Processing in 
Tcilbereichcn der Halbieiieroberflachc erzeugi wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
nel, daB das Processing durch eine gesieuerte Hncrgie- 
quelle (IfVi erfolgl. die so gesieucri wird, daB der 
zweile chemischer Zusiand so erzeugi wird. daB er ei- 
ner zu druckenden Biidinformaiion (12) oder deren Ne- 
gaiiv cnlsprichl. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
nel. daB die gesleuerle Hnergiequelle (Ifi) ein Laser, 
insbesondere ein gepulsler Lasers oder eine hcrkomm- 
liche Lnergiequelle, wie z. B. eine UV-Laiiipe ist. 

X. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
nel, daB der Laser ein Hourlascr mil einer VIJV-Wcl- 
lenliinge von 157nm isi, oder ein Hxcinter-Laser mil 
einer UV-Wellenliinge < 308 niu isi, oder ein Lesikor- 
perlaser. wie z. B. Nd : YAG'-Laser. mil einer Wellen- 
liinge < 3fi5 nm. 

l ). Verfahren nach einem der Abspriiche 1 bis S. tin- 
(fureh gekennzeichnel. daB die ITalbleileroberfla'che 
amorphes polykrisiallines oder krisiallines Siliyiuin. 
Germanium oder eine I^egierung aus Siliziuiu cxler 
Germanium, insbesondere SiGe, SiC, SiCN isi. 
Id. Verfahren nach eineni der Anspriiche 1 bis ( J. da- 
durch gekennzeichnel. daB der zweile chemische Zu- 
siand durch eine lokal begren/ie Anderung der chemi- 
schen Siruklur im Obcrflachenbereich mil einer Dieke 
von bis /.u 5 nm erfolgl. 

11. Druckfonn (10), insbesondere Druckplalle oder 
Druckzylinder mil einer Halbleiteroberllache (14). the 
cin aus hydrophilen und hydrophoben Bcreichen hesie- 
hendes Muster iragi, dadurch gekennzeichnel, daB die 
hydrophilen Bcreiche einen ersien chemischen Zusiand 
und die hydrophoben Bcreiche eine zweiien chemi- 
schen Zusiand aufweisen. wobei der ersle chemische 
Zusiand vom zweiien chemischen Zustand verschieden 
isi. 

12. Druckfonn nach Anspruch II, dadurch gekenn- 
/cithnel, d;ili die hydrophoben Bcreiche einer zu ilnik- 
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kcndcn Bildinfonnation (22) oder deren Negaiiv cnt- 
sprcchen. 

13. Druckfonn nach einem der Anspriiche 11 oder 12, 
dadurch gekcnnzeichnet, daB die Halbleileroberflache 
arnorphes polykristaltines odcr kristallines Silizium, 5 
Gennaniurn oder z. B. cine Lcgierung aus Silizium 
oder Gennaniurn (SiGe). insbesondere auch SiC oder 
SiCN isL 

14. Druckfonn nach einem der Anspriiche 11 bis 13, 
dadurch gekcnnzeichnet. daB dcr zweiler chemische io 
Zustand bis zu ciner Dicke von maximal 5 nrn von der 
Obcrflache in den Halbleiter hinein reichi. 
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